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17-19at%GeのA15相が存在するだけである. Tcも6-7Kと低い値である｡また, Nb

-Si系では,A15相は存在しないが,もし定比組成のA15相に合成されれば,高い㌔が得

られると予測されている｡ 高圧力の条件を加えることによって,常圧下では合成されない非平

衡相を安定化させることが期待できるので,定比組成に近い,秩序度の高いNb3GeやNb3Si

を合成できるかもしれない｡

Nb3Ge アーク融解法により作成した出発物質は 19･5atO/oGeを含むA15相 (一部正方晶

Nb5Ge3を含む )であり, T は6･2KであったOこのTcが高圧高温処理後 14-16Kに高くC

なった｡電子線プローブマイクロアナライザーにより,高圧高温処理後のA15相内のGe含有

量を調べたが,出発物質と有意の差は認められなかった｡次に粉末X線回折を行い, A15相

の (210)反射 と(211)反射の強度比より長距離秩序度 Sを求めたところSに向上が認められ

た｡よって高圧高温処理はA15相の秩序度を高めTcの向上をもたらすことが明らかとなった｡

また,冷却速度を変えた実験からは,冷却速度が遅い方がより秩序度が良くなることも示され

た｡

Nb3Gel_xSix x-0･05,0･1,0･2,0･4,0･7,1とSi濃度を変えた115, 10, 20

at%siの出発物質のT はA15相による6.0-6.5Kである｡このT は高圧高温処理するこC C

とにより,I13.5-15Kにまで向上した｡同程度の組成比をもつものでも,高圧高温処理条件

により,このような高いT｡を示さぬ場合も認められた｡このTcの向上も秩序度が良くなった

ためと思われる｡

23.共鳴4光子 ミキシング法によるnarrow gap

半導体の研究

樋 本 健

InSb,HgCdTeなどの半導体に周波数 G,,,a,2の2つの異なる光を入射させると,ランダ

ウ準位のスピン分離 pBg*Hが 克Aa,- i(a,了 a,2)に等 しくなるところで鋭い共鳴ミキシング

が起 り,a,3- 2Q,了 G,2,Col- 2co2-a,1の光が観測され共鳴4光子ミキシング法と呼ばれて

いる｡ この鋭い共鳴は, spinflip Raman散乱による3次の強い非線形光学効果によるもの

で,その共鳴線幅は共鳴磁場の～ 1%と十分に狭い｡ 従って,hAa,-JLBlg*lHの関係式から
g因子を正確に決定でき,また,g因子,共鳴線幅の磁場依存性,温度依存性なども調べるこ
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とができる｡ さらに,このような半導体を用いて SpinFlipRamanlaser(SFRL)を試

作する場合の,用いる試料の空間的均一度もその線幅から見積ることができる｡現在,9-14

〟mまでの連続波長可変なSFRLが InSbをCO2レーザ-で励起することにより得られて

いるが,よりg因子の大きいHgCdTeを用い,Nfも レーザーなどのより長波長の励起光を用

いることによりS.FRLの長波長-の拡張が期待される｡

先ず,CWCO2レーザ一による4光子ミキシングの測定システムを製作し,主に, 地 1_x

cdxTe(a-～0･23 n～8×1014cm~3)について測定を行った｡最初に,g因子,及び共鳴

線幅の磁場依存性を2T付近まで測定した｡ g因子は, conductionbandの nonparab-

olicityにより磁場とともに減少し,線幅は音響フォノン散乱により磁場とともに増大するこ

とが測定された｡次に,測定温度を5-20K まで変化させ温度効果 を測定した｡共鳴のピー

クは温度とともに高磁場側-シフトし,線幅も広くなる｡また,信号強度は温度の上昇 ととも

に減少することが測定された｡

共鳴4光子ミキシング法によるこのような基礎特性調査ののち, TEACO2 レーザ-励起

NH｡レーザーを製作し,その12〟m近傍の発振線を励起光とするSFRLを発振 させようと

する試みがなされた｡

24.擬 2次元磁性体の臨界現象

村 上 洋 -

2次元XY系では,従来の相転移とは違った,例 えば,帯磁率は発散するけれども自発磁化

は出ないような新しい相転移の可能性が指摘されてきた｡これに関連 して,XY性の強い廃2

次元反強磁性体であるCo(flCOO)2･2日20 を対象 として,その帯磁率と自発磁化を,高感
度磁束計 sQUIDを用いて測定し,臨界点近傍のスピンの振舞いを詳 しく調べた｡ 何故,

Co(IICOO)2･2tr20 を選んだかと言うと,この化合物は主として非等価な9テンソルを有

する反強磁性体であるため,一様モー ドとスタガードモードの微弱な結合によって,通常の磁

化と帯磁率を測定することにより,スタガー ドモー ドの振舞いを知ることができるからである｡

下図に示すのは,外部磁場 100eをかけて磁場中冷却後,周波数 10Hzで小振幅励起磁場

(約1mOe)をかけながら,ほぼ零磁場下 (3mOe以下 )で同時測定した帯磁率 xと自発磁

化MであるO 帯磁率は,TN-5･lKで亡O-クを持 っているが,これは系のスタガー ド帯磁率
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